
KurzzusammenfassungDas epitaktis
he Fe/Si/Fe-System zei
hnet si
h dur
h zwei Eigens
haften aus,die sonst ni
ht glei
hzeitig an einem System zu �nden sind: Erstens, die Si-liziums
hi
ht verhält si
h als Tunnelbarriere und zweitens, die magnetis
henEisenelektroden koppeln sehr stark antiferromagnetis
h über die Silizium-zwis
hens
hi
ht, wenn diese eine Di
ke im Berei
h von 1-2 nm hat. Es gibtbere
htigten Grund zu der Annahme, dass das Anlegen einer Spannung überdie Zwis
hens
hi
ht Ein�uss auf die magnetis
he Kopplung hat, denn diesewird von den Zuständen an der Fermikante maÿgebli
h beein�usst.In dieser Arbeit soll die Änderung der Kopplung mit Magnetowiderstands-messungen (MR) in CPP-Geometrie (Current Perpendi
ular Plane) gemessenwerden. Da über das Fe/Si/Fe-System kein MR-E�ekt messbar ist, wird zu-sätzli
h ein Fe/MgO/Fe-System als TMR-Element auf das Fe/Si/Fe-Systemaufgedampft, wobei si
h beide Systeme eine Eisens
hi
ht teilen. Die Probenwerden mit einer Molekularstrahlverdampfungsanlage (MBE) hergestellt. FürCPP-Messungen müssen laterale Strukturen von einigen Mikrometern Kan-tenlänge hergestellt werden, die von unten und von oben kontaktiert werdenkönnen. Dies ges
hieht mit optis
her Lithographie und einer Kombinationaus Sputterdeposition und Ionenstrahlätzen.Na
heinander wurden Probenserien mit Fe/Si/Fe-, Fe/Cr/Fe/MgO/Fe- undFe/Si/Fe/MgO/Fe-S
hi
hten hergestellt, strukturiert und auf ihre Transport-eigens
haften hin vermessen. Am Fe/Si/Fe/MgO/Fe-System wurden danndie Messungen zur Spannungsabhängigkeit der Kopplung gema
ht.


